 Camille Sonneville Camille Sonneville : Maitre de conférence à l'INSA de Lyon 

Identifiants chercheurs

·  IdHAL : camille-sonneville
·  ORCID : 0000-0001-8094-5618
·  IdRef : 18591439X

Présentation

INSA Lyon - Laboratoire ampère
Laboratoire ampère UMR5005Campus de la Doua 69621 Villeurbanne cedex
camille.sonneville@insa-lyon.fr
Thèmes de recherches :
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